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Ｖ８５０Ｅ／ＭＥ２の使用制限事項一覧 
１） 製品バージョン 

・μＰＤ７０３１１１ ：Ｋ規格、Ｅ規格 

・μＰＤ７０３１１１Ａ：Ｋ規格 

・μＰＤ７０３１１１Ｂ：Ｋ規格（No.11 の制限事項修正品） 

   ※：規格区分は、ロット番号の左から５桁目のアルファベットです。 

 

２） 製品履歴 

・ μＰＤ７０３１１１ 

規格 
No. 不具合事項 

Ｋ Ｅ 

１ ＳＤＲＡＭとＳＲＡＭインタフェースのデバイスの連続アクセスに関する不具合 × ○ 

２ バス・ホールド機能に関する不具合 × ○ 

３ ＳＤＲＡＭ→外部Ｉ／ＯへのフライバイＤＭＡ転送に関する不具合 △ △ 

４ ＵＳＢ機能に関する不具合 △ △ 

５ ＳＬＤ命令と割り込み競合に関する制限事項 △ △ 

６ 先読み機能使用時の２サイクルＤＭＡ転送に関する制限事項 △ △ 

７ ３２ビット・バス幅における先読み機能の制限事項 △ △ 

８ 外部ＢＵＳＣＬＫを１分周設定した場合の先読み機能の制限事項 △ △ 

９ 内蔵データＲＡＭを転送先とする２サイクルＤＭＡ転送に関する制限事項 △ △ 

10 先読み機能に関する制限事項 △ △ 

11 Ａ／Ｄコンバータに関する制限事項 △ △ 

○：該当しない、△：今後とも制限事項 

 

・ μＰＤ７０３１１１Ａ 

規格 
No. 不具合事項 

Ｋ 

１ ＳＤＲＡＭとＳＲＡＭインタフェースのデバイスの連続アクセスに関する不具合 ○ 

２ バス・ホールド機能に関する不具合 ○ 

３ ＳＤＲＡＭ→外部Ｉ／ＯへのフライバイＤＭＡ転送に関する不具合 △ 

４ ＵＳＢ機能に関する不具合 ○ 

５ ＳＬＤ命令と割り込み競合に関する制限事項 △ 

６ 先読み機能使用時の２サイクルＤＭＡ転送に関する制限事項 △ 

７ ３２ビット・バス幅における先読み機能の制限事項 △ 

８ 外部ＢＵＳＣＬＫを１分周設定した場合の先読み機能の制限事項 △ 

９ 内蔵データＲＡＭを転送先とする２サイクルＤＭＡ転送に関する制限事項 △ 

10 先読み機能に関する制限事項 △ 

11 Ａ／Ｄコンバータに関する制限事項 △ 

○：該当しない、△：今後とも制限事項 
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・μＰＤ７０３１１１Ｂ 

規格 
No. 不具合事項 

Ｋ 

１ ＳＤＲＡＭとＳＲＡＭインタフェースのデバイスの連続アクセスに関する不具合 ○ 

２ バス・ホールド機能に関する不具合 ○ 

３ ＳＤＲＡＭ→外部Ｉ／ＯへのフライバイＤＭＡ転送に関する不具合 △ 

４ ＵＳＢ機能に関する不具合 ○ 

５ ＳＬＤ命令と割り込み競合に関する制限事項 △ 

６ 先読み機能使用時の２サイクルＤＭＡ転送に関する制限事項 △ 

７ ３２ビット・バス幅における先読み機能の制限事項 △ 

８ 外部ＢＵＳＣＬＫを１分周設定した場合の先読み機能の制限事項 △ 

９ 内蔵データＲＡＭを転送先とする２サイクルＤＭＡ転送に関する制限事項 △ 

10 先読み機能に関する制限事項 △ 

11 Ａ／Ｄコンバータに関する制限事項 ○ 

○：該当しない、△：今後とも制限事項 
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３） 使用制限事項の詳細 

No.1 ＳＤＲＡＭとＳＲＡＭインタフェースのデバイスの連続アクセスに関する不具合 

【内 容】 

ＳＤＲＡＭへのアクセスを行なった直後に、ＳＲＡＭインタフェースのデバイスへのアクセス

が発生した場合、ＳＲＡＭインタフェースのデバイスに対し、誤書き込みが発生する可能性があ

ります。 

ＵＵ/ＵＬ/ＬＵ/ＬＬＷＲ信号（以下ｘｘＷＲ信号）とＵＵ/ＵＬ/ＬＵ/ＬＬＤＱＭ信号（以下 

ｘｘＤＱＭ信号）は兼用端子（ｘｘＷＲ/ｘｘＤＱＭ）となっています。また、ＷＲ信号とＷＥ   

信号は兼用端子（ＷＲ/ＷＥ）となっています。このため、ＳＤＲＡＭアクセスの直後にＳＲＡＭ

インタフェースのデバイスへのアクセスが発生した場合、ｘｘＤＱＭ（ｘｘＷＲ）信号の立ち  

上がり、もしくはＷＥ（ＷＲ）信号の立ち上がり（インアクティブ・タイミング）が、次の     

ＳＲＡＭインタフェースのデバイスのサイクルに掛かり、誤書き込みが発生する可能性がありま

す（下図参照）。 

BUSCLK 

 

SDRAM : CSm 

 

SRAM  : CSn 

 

WR/WE 

 

xxWR/xxDQM 

xxWR/xxDQM信号の立ち上がり、WR/WE信号の立ち上がりより先に、SRAMの

CSn信号が立ち下がるため、誤書き込みが発生する可能性があります。 
 

 

【回避策】 

以下のいずれかの方法で、回避をお願い致します。 

・ＳＲＡＭインタフェースのデバイスへのアクセスを、ｘｘＷＲ信号、またはＷＲ信号ではなく、      

ＩＯＷＲ信号を使用してください。また、バイト制御する必要がある場合には、ｘｘＢＥ信号と 

ＩＯＷＲ信号を外部で論理ＯＲするような回路構成にしてください。 

 但し、本回避策においては、メモリ－外部Ｉ／Ｏ間のフライバイＤＭＡ転送で、メモリ側が   

ＳＤＲＡＭ以外のデバイスを対象とする転送は行なえません（例：ＳＲＡＭ－外部Ｉ／Ｏへの  

フライバイ転送は行なえません）。また、ＩＯＷＲ信号は、内蔵命令ＲＡＭへのプログラム転送  

完了後、ＢＣＰレジスタのＩＯＥＮビットをセット（１）することにより、有効にしてください。 

・ＩＯＷＲ信号が使用できない場合は、下図のようにＳＲＡＭインタフェースのデバイスに対する

ＣＳ信号を、ＢＵＳＣＬＫでサンプリングし、ライト信号をマスクしてください。但し、本    

回避策においては、ＢＵＳＣＬＫの周波数等の関係により、ＳＲＡＭ（外部Ｉ／Ｏ）に対する   

ＷＲ信号の入力（立下り）が遅れる場合があることに注意し、必要に応じてウエイトを挿入して

ください。 
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・ＳＲＡＭインタフェースのデバイスに対するＣＳ信号を、ＢＵＳＣＬＫでサンプリングし、ＣＳ

信号をマスクしてください。本回避策の場合、ＳＲＡＭインタフェースのデバイスに対して、  

アドレス・セットアップ・ウエイト（ＡＳＣレジスタ）を、余分に１ウエイト挿入してください。 

 

 

・ＡＳＩＣの場合、ＢＵＳＣＬＫでＣＳｎ、ｘｘＷＲ、ＷＲ信号をサンプリングするような同期   

設計を行なってください。 

・ＳＤＲＡＭのリード・サイクルの直後にしか、ＳＲＡＭインタフェースのデバイスのアクセスが

発生しないことが明確であれば、ＢＣＣレジスタによりアイドル・ステートを挿入することで、

回避することができます。 

 

_maskWRmask

V850E/ME2 

BUSCLK

WE/WR

SRAM 

(外部 I/O) 
 F/FCSn

SDRAM 
 

WR

WE
CLK

 

_maskCSn

mask

V850E/ME2 

BUSCLK

WE/WR

ＳＲＡＭ

(外部 I/O) 
 F/FCSn

SDRAM 
 

WE
CLK

WR
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【恒久対策】 

本不具合への対策として、Ｅ規格以降の製品では、ＰＦＣＣＳレジスタのビット０、４、６、７に、

以下の機能を追加します。 

ポートＣＳファンクション・コントロール・レジスタ（ＰＦＣＣＳ） 

  7 6 5 4 3 2 1 0    

 PFCCS CSDC7 CSDC6 PFCCS5 CSDC4 0 PFCCS2 0 CSDC0 
アドレス 

FFFFF049H 

初期値 

00H 
 

   

 ビット位置 ビット名 意  味  

 0,4,6,7 CSDCn このビットをセット（1）すると，対応するチップ・セレクト信号(CSn)

の立ち下がりタイミングを 1クロック遅らせます。 

CSn 信号以外の出力タイミングは変わりません。 

 

 備考  n = 0,4,6,7 

注意 

（１）ＣＳＤＣｎビットをセット（１）するＣＳ空間には、必ず制限事項が該当する（誤書き込み

が発生する可能性がある）デバイスが接続されるように、ＢＣＴ０、ＢＣＴ１レジスタを 

設定（ＢＴｎ１、ＢＴｎ０ビット：００、または０１）してください。 

（２）現在、実行中のプログラムが配置されたＣＳ空間に対するＣＳＤＣｎビットの変更は、 

行なわないでください。 

（３）ＣＳＤＣｎビットをセット（１）するＣＳ空間に対しては、必ずＡＳＣレジスタにより、 

１ウエイト以上のアドレス・セットアップ・ウエイト（必要なウエイト数＋１）を、挿入 

してください。 

（４）ビット１、３には、０以外の値を設定しないでください。 

 

 



 ＺＢＧ－ＣＣ－０７－００２２号 別紙 1 6/16 
 

●ＳＤＲＡＭアクセス直後のＳＲＡＭアクセス 

（ＳＤＲＡＭアクセス後にＳＲＡＭアクセスが２回続いた場合） 

ＳＲＡＭの設定：アドレス・セットアップ・ウエイト＝１、データ・ウエイト＝０、ＣＳＣＤｎ＝１ 

 

         

※：上図は、いずれもＴ０ステートが挿入されない場合のタイミング図です（Ｔ０ステートが挿入   

された場合は、本問題は発生しません）。Ｔ０ステートが挿入されないタイミングに関しては、   

ユーザーズ・マニュアルをご参照ください。 

SDRAMアクセス

アドレス

１．ＣＳＤＣｎ＝１（ＳＲＡＭサイクルのＣＳ信号を１クロック遅らせた場合）

SRAMアクセス SRAMアクセス

T0 TWR TASW T1 T2 TASW T1 T2
BUSCLK

CSm
（SDRAM空間）

CSn
（SRAM空間）

xxDQM/xxWR

WE/WR

BCYST

問題となる信号遅延部分

1クロック分信号出力タイミングを遅延

SDRAMアクセス

アドレス

１．ＣＳＤＣｎ＝１（ＳＲＡＭサイクルのＣＳ信号を１クロック遅らせた場合）

SRAMアクセス SRAMアクセス

T0 TWR TASW T1 T2 TASW T1 T2
BUSCLK

CSm
（SDRAM空間）

CSn
（SRAM空間）

xxDQM/xxWR

WE/WR

BCYST

問題となる信号遅延部分

1クロック分信号出力タイミングを遅延

SDRAMアクセス

アドレス

２．ＣＳＤＣｎ＝０（追加機能未使用の場合）

SRAMアクセス SRAMアクセス

T0 TWR TASW T1 T2 TASW T1 T2
BUSCLK

CSm
（SDRAM空間）

CSn
（SRAM空間）

xxDQM/xxWR

WE/WR

BCYST

問題となる信号遅延部分

SDRAMアクセス

アドレス

２．ＣＳＤＣｎ＝０（追加機能未使用の場合）

SRAMアクセス SRAMアクセス

T0 TWR TASW T1 T2 TASW T1 T2
BUSCLK

CSm
（SDRAM空間）

CSn
（SRAM空間）

xxDQM/xxWR

WE/WR

BCYST

問題となる信号遅延部分
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No.2 バス・ホールド機能に関する不具合 

【現象１】：外部バスのデッドロック 

ＢＵＳＣＬＫを内部動作周波数の３分周、もしくは４分周で使用している場合において、以下

の３項目のいずれか１つの動作とＨＬＤＲＱ端子へのアクティブ・レベルの入力（立下り）が  

競合し、かつ外部メモリ・アクセスに対する先読みサイクルが発生した場合、外部バスがデッド

ロックすることがあります。 

・ソフトウエアＳＴＯＰモード、またはＩＤＬＥモードの解除 

・ＳＤＲＡＭに対するＳＣＲｎレジスタ・ライト・サイクル（ｎ＝１,３,４,６） 

・ＳＤＲＡＭに対するリフレッシュ・サイクル（ＳＥＬＦＲＥＦ端子によるセルフ・     

リフレッシュ・サイクルを含む） 

 【現象１の該当条件】 

      以下の条件が全て成立するような使用法において、不具合が発生する可能性があります。 

・バス・ホールド機能を使用している。 

・外部メモリ・アクセスに対する先読み機能を有効にしている。 

・ＢＵＳＣＬＫを内部動作周波数の３分周、もしくは４分周で使用している。 

・ＳＤＲＡＭを使用している。もしくはソフトウエアＳＴＯＰ、またはＩＤＬＥモードを  

使用している。 

【現象２】：ＨＬＤＡＫ信号の不正出力 

以下の３項目のいずれか１つの動作とＨＬＤＲＱ端子へのアクティブ・レベルの入力（立下り）

が競合した場合、ＨＬＤＡＫ信号が不正に１ＢＵＳＣＬＫのみアクティブになり、一旦イン   

アクティブになった後、数ＢＵＳＣＬＫ後に再びアクティブになることがあります（この（２回

目の）アクティブ動作が正常なＨＬＤＡＫ信号の動作）（下図参照）。 

・ソフトウエアＳＴＯＰモード、またはＩＤＬＥモードの解除 

・ＳＤＲＡＭに対するＳＣＲｎレジスタ・ライト・サイクル（ｎ＝１,３,４,６） 

・ＳＤＲＡＭに対するリフレッシュ・サイクル（ＳＥＬＦＲＥＦ端子によるセルフ・      

リフレッシュ・サイクルを含む） 

 【現象２の該当条件】 

      以下の条件が全て成立するような使用法において、不具合が発生する可能性があります。 

・バス・ホールド機能を使用している。 

・ＳＤＲＡＭを使用している。もしくはソフトウエアＳＴＯＰ、またはＩＤＬＥモードを  

使用している。 

 BUSCLK

HLDRQ

HLDAK

不正な信号出力 正常なアクティブ・タイミング
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【回避策】 

上記現象１、２とも、外部回路を用いた以下の方法での回避をお願いします。 

ＨＬＤＲＱ信号の設定時間、保持時間の期間中にＨＬＤＲＱ信号を変化させないようにしてく

ださい。回路例を以下に示します。 

 
 
No.3 ＳＤＲＡＭ→外部Ｉ／ＯへのフライバイＤＭＡ転送に関する不具合 
【内 容】 

ＳＤＲＡＭに対するリードまたはライト動作と、そのＳＤＲＡＭを対象とするフライバイＤＭＡ

転送の一連の動作において、ＳＤＲＡＭのバンク・チェンジが発生した場合、プリチャージ・    

コマンドが不正なタイミングで発生し、その結果、以降のＳＤＲＡＭアクセスが不正になる場合が

あります。また、ＳＤＲＡＭに対するレイテンシが３の場合、またはＤＭＡのデータ転送サイズが

ＳＤＲＡＭに対するバス幅よりも大きく設定されている場合には、バンク・チェンジの発生の有無

に拘わらず、フライバイ転送後のＳＤＲＡＭに対するアクセス・コマンドが不正なタイミングで  

発生し、その結果、以降のＳＤＲＡＭアクセスが不正になる場合があります。 

 

※本不具合は、ＳＤＲＡＭ→外部Ｉ／ＯへのフライバイＤＭＡ転送時のみ発生します。外部Ｉ／Ｏ→

ＳＤＲＡＭへのフライバイ転送、及び２サイクル転送の場合は、本問題は発生しません。 

 

   （詳細） 
上記製品は、ＳＤＲＡＭを対象とするフライバイＤＭＡ転送時のウエイト制御を、ＳＤＣＫＥ  
信号をインアクティブ（Ｌレベル）にすることで行ないます。あるバンク（バンクＡとします）へ
のＳＤＲＡＭアクセスの後、別のバンク（バンクＤとします）に対するＤＭＡ転送が発生した場合、
上記製品は、ＳＤＣＫＥ信号をアクティブ（Ｈレベル）にした直後に、プリチャージ・コマンドを
発行（下図①部分）します。しかしながら、ＳＤＲＡＭは、ＳＤＣＫＥ信号のＨレベルを検出した
次のクロックの立下り（下図②部分）でしか、コマンドを受け付けられません。このため、上記   
製品から出力されたプリチャージ・コマンドは認識されず、ＤＭＡ転送の後に発生したバンクＡに
対するＳＤＲＡＭアクセスが不正になります。 

 

RQ0

V850E/ME2 

HLDRQ 

BUSCLK 

 HLDRQ 
生成回路 

F/F
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【回避策】 

ＳＤＲＡＭ→外部Ｉ／ＯへのフライバイＤＭＡ転送を行なわれる場合は、２サイクル転送を  

ご使用ください。 

 

 

No.4 ＵＳＢ機能に関する不具合 
【内 容】 

① ＥＰ０に対するＩＮ転送Ｔｏｋｅｎ Ｐｈａｓｅ中のある特定区間（４ＵＳＢ ＣＬＫ間）に、

ＵＦ０ＳＤＳレジスタのＳＮＤＳＴＬビットがセットされた場合、Ｄａｔａ Ｐｈａｓｅが正常

に終了できません（“００Ｈ”を送信し続けます）（詳細タイミングは下図参照）。 

② ＥＰ０に対するＯＵＴ転送Ｔｏｋｅｎ Ｐｈａｓｅ中のある特定区間（４ＵＳＢ ＣＬＫ間）に、

ＵＦ０ＳＤＳレジスタのＳＮＤＳＴＬビットがセットされた場合、バッファがＮＡＫ状態で 

あってもＤａｔａ ＰｈａｓｅでホストにＡＣＫを返信してしまいます。 

 

※上記②の問題は、ホストから見た場合、ＭＥ２へのＯＵＴ転送は正常に終了します。ＯＵＴ転送

以降のＴｏｋｅｎに対し、ソフトウエアでセットしたＳＴＡＬＬ応答を行ないますので、特に 

対策を施さなくても、正常状態に復旧します。 

 

※ＥＰ０以外のＥｎｄｐｏｉｎｔに対しては、トランザクション中のソフトウエアによる    

ＳＮＤＳＴＬビットのセットを、ハードウエア的に無効にしていますので、上記不具合は発生 

しません。 

 
※自動応答のリクエストに対しては、ソフトウエアによるＳＮＤＳＴＬビットのセットをハード 
ウエア的に無効にしていますので、上記不具合は発生しません。 

リード（バンクＡ） ＤＭＡ転送（バンクＤ）

T0 TACT TREAD TLATE TLATE

BUSCLK

CSn

WE

SDRAS

SDCAS

DMAAK

SDCKE

T0 TACT TREAD TLATE TLATE TF TPREC T0 TACT TREAD
リード（バンクＡ）

ＳＤＲＡＭは、ここでコマンド
を認識

① ②

バンクＡに対するプリチャージ・コマンド

リード（バンクＡ） ＤＭＡ転送（バンクＤ）

T0 TACT TREAD TLATE TLATE

BUSCLK

CSn

WE

SDRAS

SDCAS

DMAAK

SDCKE

T0 TACT TREAD TLATE TLATE TF TPREC T0 TACT TREAD
リード（バンクＡ）

ＳＤＲＡＭは、ここでコマンド
を認識

① ②

バンクＡに対するプリチャージ・コマンド
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●不具合発生時の詳細タイミング 

Ｖ８５０Ｅ／ＭＥ２のＵＳＢ機能は、デバイス内部でＳＴＡＬＬ応答を実行可能状態になった 

ことを判定するタイミングと、次のＮＡＫ応答の実行を判定するタイミングに、４ＵＳＢ ＣＬＫの

差があります。この４ＵＳＢ ＣＬＫ間に、ソフトウエアによりＵＦ０ＳＤＳレジスタの     

ＳＮＤＳＴＬビットがセットされた場合、ＳＴＡＬＬでもＮＡＫでもない状態となり、不具合が  

発生します。 

 
 

【回避策】 
ファンクション・ドライバが認識できないデバイス・リクエストを出力しないように、ホスト・    

ドライバを作成してください。 
本回避策が、困難な場合には、弊社販売員、もしくは特約店にご相談ください。 
 

No.5 ＳＬＤ命令と割り込み競合に関する制限事項 

【内 容】 

以下の特定命令（下記例①に対応）の実行が完了する以前に、後続のｓｌｄ命令（下記例③に対応）

の直前の命令（下記例②に対応）のデコード動作と割り込み要求が競合した場合、先の特定命令の実行

結果がレジスタに格納されないことがあります。 

なお、本現象は、特定命令のディスティネーション・レジスタとｓｌｄ命令のディスティネーション・

レジスタが同じ、かつｓｌｄ命令の直前に実行される命令でそのレジスタ値を参照した場合にのみ発生

することがあります。 

 

特定命令 
・ ｌｄ命令 ：ld.b、ld.h、ld.w、ld.bu、ld.hu 
・ ｓｌｄ命令：sld.b、sld.h、sld.w、sld.bu、sld.hu 
・ 乗算命令 ：mul、mulh、mulhi、mulu 

 

この区間でF/WによりSNDSTL
が設定されると誤動作

STALLの条件判定タイミング

NAKの条件判定タイミング

F/Wによりアサート

ENDP_DEC

NAKDEC

EP0_STL

SND_STAL

SND_NAK

HIT

4CLK

STALLの条件判定タイミング

NAKの条件判定タイミング

STALLでもNAKでもない状態！

F/WによるSNDSTLの設定

EP0_STL=1のためNAKではないと判定EP0_STL=0のためSTALLではないと判定

V850E/ME2
内部信号

この区間でF/WによりSNDSTL
が設定されると誤動作

STALLの条件判定タイミング

NAKの条件判定タイミング

F/Wによりアサート

ENDP_DEC

NAKDEC

EP0_STL

SND_STAL

SND_NAK

HIT

4CLK

STALLの条件判定タイミング

NAKの条件判定タイミング

STALLでもNAKでもない状態！

F/WによるSNDSTLの設定

EP0_STL=1のためNAKではないと判定EP0_STL=0のためSTALLではないと判定

V850E/ME2
内部信号
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問題となる命令シーケンス例 

     例１ ①ld.w  [r11],r10     ①のld命令の実行が完了する前に、③のsld命令の直前の 

         ：            mov命令（②）のデコード動作と割り込み要求が競合した 

        ②mov   r10  ,r28     場合に問題が発生。 

        ③sld.w 0x28 ,r10      

 

     例２ ①ld.w  [r11],r10     ①のld命令の実行が完了する前に、③のsld命令の直前の 

         ：            cmp命令（②）のデコード動作と割り込み要求が競合した 

        ②cmp   imm5, r10     場合に問題が発生。この結果、cmp命令の比較結果が不正 

        ③sld.w 0x28 ,r10     になり、④の分岐命令が不正動作することがある。 

        ④bz    label        

 

     例３ ①ld.w  [r11],r10     ①のld命令の実行が完了する前に、③のsld命令の直前の 

         ：            add命令（②）のデコード動作と割り込み要求が競合した 

        ②add   imm5, r10     場合に問題が発生。この結果、add命令の演算結果、及び 

        ③sld.w 0x28 ,r10     フラグが不正になり、④のsetf命令の実行結果が不正に 

        ④setf  r16        なることがある。 

 
【発生条件の詳細】 

 以下の（１）～（３）の条件を全て満たした場合に問題が発生することがあります。 

（１）以下の条件ⅠまたはⅡに該当。 

（条件Ⅰ） 

特定命令（下記参照）のディスティネーション・レジスタ、ならびに、後続して実行される

ｓｌｄ命令のディスティネーション・レジスタ、及び、その直前に実行される以下の命令の

ソース・レジスタ（ｒｅｇ１）が同じである（上記例１参照）。 

 

mov reg1,reg2、  not reg1,reg2、 satsubr reg1,reg2、 satsub  reg1,reg2 

satadd reg1,reg2、 or reg1,reg2、 xor reg1,reg2、  and reg1,reg2 

tst reg1,reg2、  subr reg1,reg2、sub reg1,reg2、  add reg1,reg2 

cmp reg1,reg2、  mulh reg1,reg2 

 

      （条件Ⅱ） 

       特定命令（下記参照）のディスティネーション・レジスタ、ならびに、後続して実行される

ｓｌｄ命令のディスティネーション・レジスタ、及び、その直前に実行される以下の命令の

ディスティネーション・レジスタ（ｒｅｇ２）が同じである（上記例２、３参照）。 

 

not reg1,reg2、    satsubr reg1,reg2、 satsub  reg1,reg2、 satadd reg1,reg2 

satadd imm5,reg2、 or reg1,reg2、    xor reg1,reg2、    and reg1,reg2 

tst reg1,reg2、  subr reg1,reg2、   sub reg1,reg2、    add reg1,reg2 

add imm5,reg2、     cmp reg1,reg2、    cmp imm5,reg2、     shr imm5,reg2 

sar imm5,reg2、     shl imm5, reg2 
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特定命令 
・ ｌｄ命令 ：ld.b、ld.h、ld.w、ld.bu、ld.hu 
・ ｓｌｄ命令：sld.b、sld.h、sld.w、sld.bu、sld.hu 
・ 乗算命令 ：mul、mulh、mulhi、mulu 

 

（２）ＣＰＵパイプライン中で、ｓｌｄ命令の直前の命令（上記条件ⅠまたはⅡの命令）のデコード

が開始されるまでに、先に実行された特定命令の実行結果がディスティネーション・レジスタ

に格納されていない。 

 

（３）ｓｌｄ命令の直前の命令（上記条件ⅠまたはⅡの命令）のデコード動作と割り込み要求が競合。 

 
【対応策】 
・アセンブラでの対策 
次のいずれかの方法を用いて、上記動作を回避してください。 
・ 上記命令シーケンスにおける②命令とその直後のsld命令（上記③に相当）の間にnop命令を入れる。 
・ 上記命令シーケンスにおける②命令で使用したレジスタと同じレジスタを、直後のsld命令（上記③
に相当）で使用しない。 

 

・コンパイラでの対策 

ＣＰＵ機能に関する使用制限事項として、コンパイラにより該当命令シーケンスの生成を自動的に 

抑止するように致します。具体的な提供方法はご使用のコンパイラ毎に以下の通りとなります。その

他のコンパイラをご使用の場合は弊社販売員または特約店を通じてご相談下さい。 

 

・弊社製コンパイラ：ＣＡ８５０の場合 

Ｖ２．６０に対策機能を追加したもの（Ｖ２．６１）を下記サイトの開発ツール・ダウンロード・

サービス（ＯＤＳ；コンパイラ購入後の郵送によるユーザ登録が必要）にて提供させて頂きます。 

http://www.necel.com/micro/ods/jpn/index.html 

 

・ＧＨＳ製コンパイラ：ＣＣ８５０の場合 

以下のバージョンについては、国内販売代理店（アドバンスド・データ・コントロールズ社）にて、

対策機能を追加するバージョン・アップ対応を行いましたので、個別にお問い合わせをお願い致し

ます。その他のバージョンに関しましては、お手数をお掛けしまして申し訳ございませんが、販売

代理店にお問い合わせください。 

 
・ Ｍｕｌｔｉ４．０   Ｒｅｌ ７．０．０ 
・ Ｍｕｌｔｉ３．５．１ Ｒｅｌ ６．５．３ 

 

お問い合わせ先 

 ＴＥＬ：０３－３５７６－６８０５ 
 Ｅ－ｍａｉｌ：upgv850e@adac.co.jp 
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No.6 先読み機能使用時の２サイクルＤＭＡ転送に関する制限事項 
【内 容】 

ＤＭＡ転送先（ライト側）のＣＳ空間に対し、先読み機能が有効に設定された２サイクルＤＭＡ転送

において、ＤＭＡ転送完了後のＴＣ信号出力が１回アクティブになるべきところが、以下の条件を全て

満たした場合、２回アクティブになり、かつＤＭＡ転送終了割り込みも２回発生することがあります。

但し、ＤＭＡ転送自体は正常に完了します。 

なお、フライバイ転送時は問題ありません。 

 

   該当条件 

   以下の条件が全て成立するような使用法において、問題が発生する可能性があります。 

・ ＤＭＡ転送先（ライト側）のＣＳ空間に対し、先読み機能を有効に設定している。 

・ 先読みを実行したアドレスと最終ＤＭＡ転送データのライト先が、同一ライン・アドレスで  

ある（同一ライン・アドレスとは、同一ＣＳ空間内で、Ａ２５－Ａ４が同じ場合）。 

・ 外部ＢＵＳＣＬＫを内部システム・クロックの１分周以外で使用している。 

 

【対策内容】 

以下のいずれかの方法により、回避することが可能です。ＤＭＡ機能に関する使用制限事項とさせて

頂きますので、以下のいずれかの方法で回避をお願い致します。 

・ ＤＭＡ転送先（ライト側）のＣＳ空間に対し、先読み機能の設定を無効にする。 

・ 先読みを実行するアドレスと最終ＤＭＡ転送データのライト・アドレスが、同一ライン・   

アドレスにならないようにＤＭＡ転送先のアドレスを設定する。 
 

No.7 ３２ビット・バス幅における先読み機能の制限事項 
【内 容】 

３２ビット・バス幅のＳＤＲＡＭに対し、先読み機能の設定を有効にした場合において、以下の条件

を全て満たした場合に、以下条件のシングル・ライト動作直後に外部バスがデッドロックする、もしく

は以下条件のシングル・ライト動作を２回実行することがあります。 

 

   該当条件 

・ 先読みサイクル中に、ＣＰＵ内部で先読み開始アドレスと同一ライン・アドレス（同一ＣＳ  

空間内で、Ａ２５－Ａ４が同じ）に対する先読みにヒットしたリード要求が発生。 

・ 先読みヒットのリード動作が終了する直前にＣＰＵ内部で、シングル・ライト要求が発生。 

 

【対策内容】 
先読み機能に関する使用制限事項とさせて頂きますので、大変申し訳ございませんが、３２ビット・

バス幅のＳＤＲＡＭに対しては、先読み機能を使用しないでください。 



 ＺＢＧ－ＣＣ－０７－００２２号 別紙 1 14/16 
 

 
 No.8 外部ＢＵＳＣＬＫを１分周設定した場合の先読み機能の制限事項 

【内 容】 

外部ＢＵＳＣＬＫを内部システム・クロックの１分周で使用し、かつ先読みリード・サイクルの実行

中に、ＣＰＵ内部で先読みバッファにヒットするシーケンシャル・リード・アクセス（２回、または４

回の連続リード動作）が発生した場合、ＣＰＵ内部のリード・サイクルがデッドロックすることがあり

ます（外部メモリに対する先読みサイクルは完了しますが、それ以降のバス・サイクルは発生しません）。 

 

【対策内容】 

以下のいずれかの方法により、回避することが可能です。先読み機能に関する使用制限事項とさせて

頂きますので、以下のいずれかの方法により、回避をお願い致します。 

・ 外部ＢＵＳＣＬＫを内部システム・クロックの１分周で使用しない。 

・ 先読み機能を使用しない。 

 

No.9 内蔵データ RAMを転送先とする２サイクルＤＭＡ転送に関する制限事項 
【内 容】 
以下のいずれかの２サイクルＤＭＡ転送実行時、最終データ転送終了後に、１回アクティブになる

べきＴＣ信号出力が、２回アクティブになり、かつＤＭＡ転送終了割り込みも２回発生することがあ
ります。 

   ・外部メモリから内蔵データＲＡＭへの２サイクル転送 
※ＤＭＡ転送の転送元（リード側）となるＣＳ空間に対して、先読み機能（ＬＢＣ０、ＬＢＣ１   
レジスタで設定）を使用している場合のみ該当。 

   ・内蔵周辺Ｉ／Ｏから内蔵データＲＡＭへの２サイクル転送 
    ※先読み機能の設定は無関係。 

 

【対策内容】 

以下の方法により、対策をお願い致します。 
・外部メモリから内蔵データＲＡＭへの２サイクル転送の場合 
ＤＭＡ転送の転送元（リード側）となるＣＳ空間に対して、先読み機能を有効にしないでください。 

 
・内蔵周辺Ｉ／Ｏから内蔵データＲＡＭへの２サイクル転送の場合 
ＴＣ信号は使用しないでください。また、余分なＤＭＡ転送終了割り込みに対しては、ＤＭＡ転送
終了割り込み処理ルーチンの内で、以下①、②の処理を連続して実行することで、対策をお願い  
致します。②の処理実行後、本来実施すべき、アプリケーション処理を実行し、割り込みから復帰
することにより、２回目のＤＭＡ転送終了割り込みの発生を抑えることができます。 

 
① ライト・アクセス同期制御レジスタ（ＷＡＳ）に００Ｈを書き込む。 
② 現在処理中のＤＭＡ転送完了割り込みと同じチャネルの割り込み制御レジスタ（ＤＭＡＩＣｎ）
のビット７（ＤＭＡＩＦｎビット）をクリア“０”する。 
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ライト・アクセス同期制御レジスタ（ＷＡＳ） 

外部デバイスへのライト動作を行うとき、ライト・バッファ機能により、ＣＰＵのライト動作が

完了しても外部デバイスへのライト動作が実行されていない場合があります。ＷＡＳレジスタは、

このライト・バッファ内のすべてのデータに対する外部デバイスへのライト実行を完了させる   

レジスタです。このレジスタは、８ビット単位でライトだけ可能です。 

 

  7 6 5 4 3 2 1 0    

 WAS 0 0 0 0 0 0 0 0 
アドレス 

FFFFF49CH 

初期値 

不定 
 

 注意 

００Ｈ以外の値を書き込まないでください。００Ｈ以外の値を書き込んだ場合の動作は保証し

ません。 

 

※本レジスタは、これまでに出荷させて頂いております既存のＶ８５０Ｅ／ＭＥ２にも搭載して 
おりますが、非公開レジスタとさせて頂いておりました。このため、マニュアル改版時に、記述
を追加させて頂きました。 

 
 No.10 先読み機能に関する制限事項 

【内 容】 

先読み機能（ＬＢＣ０、ＬＢＣ１レジスタで設定）を有効にしたＣＳ空間に対する先読みサイクル  

実行直後に、先読み機能を有効に設定していないＳＲＡＭ、またはページＲＯＭが接続されたＣＳ空間

へのリード・アクセスが発生した場合、ＣＰＵが先読み機能を有効に設定していないＣＳ空間に対する

データ取り込みタイミングを誤り、不正なデータをリードする場合があります。 

 

【該当条件】 

 以下の条件を全て満たした場合に、本問題が発生することがあります。 

・ 先読み機能を有効に設定したＣＳ空間と、無効に設定したＣＳ空間があり、それぞれのＣＳ空間に 

対するアクセスがある。 

・ 外部ＢＵＳＣＬＫを、内部システム・クロックの１分周で使用している。 

・ 先読み機能を無効に設定したＣＳ空間に対する各種ウエイト設定が、以下の条件を全て満たしている。 
   －アイドル・ステートの設定（ＢＣＣレジスタで設定）が"０"以外である。 
   －データ・ウエイトの設定（ＤＷＣ０、ＤＷＣ１レジスタで設定）、及びアドレス・セットアップ・

ウエイト（ＡＳＣで設定）の設定が、いずれも”０”である。 

 

【対策内容】 

 以下のいずれかの方法で、回避してください。 
・ＳＲＡＭ、またはページＲＯＭインタフェースのデバイスが接続された、全てのＣＳ空間の    
ウエイト設定（ＤＷＣ０、ＤＷＣ１レジスタ）、もしくはアドレス・セットアップ・ウエイト設定
（ＡＳＣレジスタ）を１以上に設定。 

・全てのＣＳ空間に対し、先読み機能を使用しない。 
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 No.11 A／Dコンバータに関する制限事項 

【内 容】 
Ａ／Ｄコンバータをタイマ・トリガ・モードで起動した場合、Ａ／Ｄコンバータが起動できない場合

があります。 

 

【対策内容】 

以下のいずれかの方法により、タイマ・トリガ・モードと同等機能を実現することが可能です。以下

のいずれかの対策にて問題回避のご検討をお願い致します。 

・タイマ処理ルーチン内で、ＡＤＭ０レジスタのＡＤＣＥビットをセット（１）し、Ａ／Ｄトリガ・    

モードで起動する。（タイマ割り込みが保留された場合、Ａ／Ｄコンバータの起動が遅れますので、  

十分なシステム検証を実施する必要があります。） 

・タイマＣ、またはタイマＥＮＣ１のタイマ出力信号（ＴＯＣｎ、またはＴＯ１ｍ）をＡＤＴＲＧ端子

に、５００ｎｓ（ｍｉｎ．）以上のパルスを入力し、外部トリガ・モードで起動する（n=0-5、m=0-1）。 


